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【手続補正書】
【提出日】令和2年1月16日(2020.1.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の上面を有する第１の領域と、前記第１の上面に対して平行な第２の上面を有する
第２の領域と、前記第１の領域と前記第２の領域の間に設けられ前記第１の上面及び前記
第２の上面に対して傾斜した第３の上面を有する第３の領域と、を有する第１の窒化物半
導体層と、
　前記第１の上面上に設けられ前記第１の上面に平行な、＋ｃ面である第４の上面と、前
記第２の上面上に設けられ前記第２の上面に平行な、＋ｃ面である第５の上面と、前記第
３の上面上に設けられ前記第３の上面に平行な第６の上面と、を有し、バンドギャップが
前記第１の窒化物半導体層より大きい第２の窒化物半導体層と、
　前記第４の上面上に設けられたソース電極と、
　前記第５の上面上に設けられたドレイン電極と、
　前記第６の上面上に設けられたゲート電極と、
　前記第６の上面と前記ゲート電極の間に設けられたゲート絶縁膜と、
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を備えた半導体装置。
【請求項２】
　前記第６の上面は、前記第４の上面又は前記第５の上面に対し、３０度以上９０度以下
で傾斜している請求項１記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記第６の上面は、前記第４の上面又は前記第５の上面に対し、８８度以上９０度以下
、４１度以上４５度以下、６０度以上６４度以下又は３７度以上４１度以下で傾斜してい
る請求項２記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記第６の上面は、（０００１）面に垂直な面、（１－１０２）面、（１０－１１）面
又は（１１－２４）面である請求項１記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記第３の領域は凸部又は凹部を有し、前記第６の上面は前記凸部又は前記凹部の側面
に平行な面である請求項１乃至請求項４いずれか一項記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記第２の窒化物半導体層は、前記第１の上面上と前記第２の上面上と前記第３の上面
上にわたって設けられた請求項１乃至請求項５いずれか一項記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記第６の上面はさらに－ｃ面の部分を有する請求項１乃至請求項６いずれか一項記載
の半導体装置。
【請求項８】
　前記第６の上面と前記ゲート電極の間に設けられたｐ型の第３の窒化物半導体層をさら
に備える請求項１乃至請求項７いずれか一項記載の半導体装置。
【請求項９】
　第１の上面を有する第１の領域と、前記第１の上面に対して平行な第２の上面を有する
第２の領域と、前記第１の領域と前記第２の領域の間に設けられ前記第１の上面又は前記
第２の上面に対して８８度以上９０度の角度で傾斜した第３の上面を有する第３の領域と
、を有する第１の窒化物半導体層と、
　前記第１の窒化物半導体層上に設けられ、前記第１の上面上に設けられ前記第１の上面
に平行な、＋ｃ面である第４の上面と、前記第２の上面上に設けられ前記第２の上面に平
行な、＋ｃ面である第５の上面と、前記第３の上面に平行な第６の上面と、を有し、バン
ドギャップが前記第１の窒化物半導体層より大きい第２の窒化物半導体層と、
　前記第４の上面上に設けられたソース電極と、
　前記第５の上面上に設けられたドレイン電極と、
　前記第６の上面に接して設けられたゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜に接して設けられたゲート電極と、
を備えた半導体装置。
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